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Нитриды металлов III группы (III-N) являются основой для широкого спектра оптоэлектронных приборов и новых приборов ВЧ- и силовой электроники. Проблемой разработки таких приборов является отсутствие промышленных технологий создания родственной подложки из нитрида галлия (GaN) для выращивания материалов III-N. Одним из методов получения GaN-подложечного материала является хлорид-гидридная эпитаксия. Недавно были показаны новые возможности этого метода, обеспечивающие получение пластин GaN толщиной до нескольких миллиметров [1]. В рамках настоящей работы были исследованы образцы квазиобъёмного GaN толщиной 0,5 мм, вырезанные из таких пластин. Для характеризации качества структурного совершенства обычно используют метод просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), который позволяет визуализировать протяженные структурные дефекты, но является нечувствительным к наличию точечных дефектов. В данной работе предлагается использовать метод катодолюминесценции (КЛ), который позволяет определять тип точечных дефектов и их относительное содержание. 

Было показано, что в спектрах КЛ наблюдается полоса с максимум при 2,2 эВ связанная с комплексом VGaON. Было обнаружено, что динамики данной полосы КЛ может быть представлена как сумма трёх экспонент со временами затухания отличающимися друг от друга более чем на порядок, что говорит о том, что в образце присутствуют люминесцентные центры с разной динамикой люминесценции. Было показано, что полосы КЛ этих центров имеют одинаковое положение максимума, полуширину и отличаются только динамикой разгорания и затухания. Также было показано, что соотношение интенсивностей центров с разной динамикой меняется в зависимости от количества протяженных дефектов в образце. Такие центры могут быть представлены комплексом VGaON находящимся в различном окружении, что влияет на безызлучательное время рекомбинации. В работах [2, 3] был предложен метод, позволяющий определять содержание точечных дефектов в системе SiO2/Si. В данной работе было проведено сравнение содержания люминесцентных центров с различными временами затухания и показано соответствие между их количеством и структурой кристаллов нитрида галлия. 
Работа была частично поддержана РФФИ номер гранта 15-03-06206 А.
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